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■超高温基板加熱ユニットの開発
• 高周波加熱を用いた加熱開発ユニットを開発し、到達
温度1600℃を達成した。

• 1400℃加熱時のユニット寿命＞600時間が確認できた。

■ガス流最適化による高効率製造システムの完成
• 超高温基板加熱ユニットを搭載したHVPE (Hydride 

Vapor Phase Epitaxy)システムを完成させた。
• 伝熱・拡散・化学反応・流体解析を連成させた数値計
算を行い、原料ガス流の最適化を行った。

• 深紫外LED（発光ダイオード）用基板材料である窒化
アルミニウム(AlN)を試作システムを用い成⾧させた。

研究開発の成果

• 腐食性原料ガス下で長寿命を有する超高温基板加熱ユニットを開発した
• HVPE成長システムを完成させ、サファイア基板上のAlN成長を確認した

設定温度1500℃運用時の試作装置写真

試作装置にてサファイア基
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